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【公開日】平成19年6月7日(2007.6.7)
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【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/283    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/41     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１７Ｓ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１７Ｋ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１８Ｃ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１７Ｖ
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１６Ｌ
   Ｈ０１Ｌ  21/283   　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ  29/44    　　　Ｓ
   Ｈ０１Ｌ  29/44    　　　Ｌ

【手続補正書】
【提出日】平成21年8月25日(2009.8.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電界効果トランジスタであって、
　基板上の半導体ボディを備え、前記半導体ボディは、上面、対向する側壁、および上部
コーナを有し、さらに、
　前記上面上の第１ゲート誘電体層と、
　前記対向する側壁上の第２ゲート誘電体層と、
　前記第１ゲート誘電体層および前記第２ゲート誘電体層に隣接する前記上部コーナのと
ころの第３ゲート誘電体層とを備え、前記第１ゲート誘電体層および前記第２ゲート誘電
体層はともに、前記第３ゲート誘電体層よりも厚い、トランジスタ。
【請求項２】
　電界効果トランジスタであって、
　基板上の半導体ボディを備え、
　前記半導体ボディは、上面、対向する側壁、および上部コーナを有し、
　前記半導体ボディは、チャネル領域と、前記チャネル領域に隣接する前記上部コーナに
ソース／ドレイン領域とを備え、さらに、
　前記上面上の第１ゲート誘電体層と、
　前記対向する側壁上の第２ゲート誘電体層と、
　前記第１ゲート誘電体層および前記第２ゲート誘電体層に隣接する前記上部コーナのと
ころの第３ゲート誘電体層とを備え、前記第１ゲート誘電体層および前記第２ゲート誘電
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体層はともに、前記第３ゲート誘電体層よりも厚い、トランジスタ。
【請求項３】
　前記上部コーナにおける前記ソース／ドレイン領域はソース／ドレイン拡張領域を有し
、前記半導体ボディはさらに、対向する端部を有し、前記対向する端部にソース／ドレイ
ン拡散領域を備える、請求項２に記載のトランジスタ。
【請求項４】
　前記第１ゲート誘電体層および前記第２ゲート誘電体層は、前記第３ゲート誘電体層よ
りも少なくとも３倍厚い、請求項１又は２に記載のトランジスタ。
【請求項５】
　前記第２ゲート誘電体層の高さは、前記対向する側壁の高さの少なくとも１／３である
、請求項１又は２に記載のトランジスタ。
【請求項６】
　前記第１ゲート誘電体層の幅は、前記上面の幅の少なくとも１／３である、請求項１又
は２に記載のトランジスタ。
【請求項７】
　電界効果トランジスタを形成する方法であって、
　半導体層の上面上の第１誘電体材料をパターン化して第１ゲート誘電体層を形成するス
テップと、
　前記第１ゲート誘電体層に隣接してスペーサを形成するステップと、
　前記半導体層の方向性エッチングを実施して、前記第１ゲート誘電体層および前記スペ
ーサの下に半導体ボディを形成するステップと、
　前記半導体ボディの対向する側壁上に第２ゲート誘電体層を形成するステップと、
　前記第１ゲート誘電体層および前記第２ゲート誘電体層に隣接する前記半導体ボディの
上部コーナのところに第３ゲート誘電体層を形成するステップとを含み、前記第１ゲート
誘電体層および前記第２ゲート誘電体層はともに、前記第３ゲート誘電体層よりも厚く形
成される、方法。
【請求項８】
　電界効果トランジスタを形成する方法であって、
　半導体層の上面上の第１誘電体材料をパターン化して第１ゲート誘電体層を形成するス
テップと、
　前記第１ゲート誘電体層に隣接してスペーサを形成するステップと、
　前記半導体層の方向性エッチングを実施して、前記第１ゲート誘電体層および前記スペ
ーサの下に半導体ボディを形成するステップと、
　前記半導体ボディの対向する側壁上に第２ゲート誘電体層を形成するステップと、
　前記第１ゲート誘電体層および前記第２ゲート誘電体層に隣接する前記半導体ボディの
上部コーナのところに第３ゲート誘電体層を形成するステップとを含み、前記第１ゲート
誘電体層および前記第２ゲート誘電体層はともに、前記第３ゲート誘電体層よりも厚く形
成され、さらに、
　前記半導体ボディ上でゲート導体をパターン化するステップと、
　前記ゲート導体に隣接する前記上部コーナをドープしてソース／ドレイン領域を形成す
るステップとを含む、方法。
【請求項９】
　前記ドープするステップは、注入工程を実施するステップ、外方拡散工程を実施するス
テップ、および注入工程と外方拡散工程の組合せを実施するステップの１つを含む、請求
項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記ドープするステップの前に、前記半導体ボディの対向する端部のところの前記上面
から前記第１誘電体層および前記第３ゲート誘電体層を除去し、任意選択で、前記ゲート
導体に隣接する前記半導体ボディの前記上部コーナから前記第３ゲート誘電体層を除去し
、そのため、前記ドープするステップにより、前記ゲート導体に隣接する前記上部コーナ
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および前記対向する端部にドーパントが導入され、それによって、それぞれソース／ドレ
イン拡張領域およびソース／ドレイン拡散領域が形成されるステップをさらに含む、請求
項８に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第２ゲート誘電体層を形成する前記ステップは、
　前記第１ゲート誘電体層の材料と異なる第２誘電体層の材料を被着させるステップと、
　選択的方向性エッチングを実施して、前記第１ゲート誘電体層および前記スペーサから
前記第２誘電体材料を除去し、前記スペーサを除去し、前記上部コーナのところの前記対
向する側壁から前記第２誘電体材料を除去するステップとを含み、
　前記対向する側壁上の前記第２誘電体材料の残りの部分が前記第２ゲート誘電体層を形
成する、請求項７又は８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第２ゲート誘電体層を形成する前記ステップは、
　前記スペーサを除去するステップと、
　前記第１ゲート誘電体層の材料と異なる第２誘電体材料を被着させるステップと、
　選択的方向性エッチングを実施して、前記第１ゲート誘電体層および前記上部コーナの
ところの前記対向する側壁から前記第２誘電体材料を除去するステップとを含み、
　前記対向する側壁上の前記第２誘電体材料の残りの部分が前記第２ゲート誘電体層を形
成する、請求項７又は８に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第３ゲート誘電体層を形成する前記ステップは、前記上部コーナのところの前記半
導体ボディ上に酸化物層を成長させるステップを含む、請求項７又は８に記載の方法。
【請求項１４】
　前記酸化物層の成長は、前記第３ゲート誘電体層が前記第２ゲート誘電体層の厚さの約
１／３未満の厚さで形成されるように制御する、請求項１３に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第１ゲート誘電体層は、前記第１ゲート誘電体層の幅が前記上面の幅の少なくとも
１／３になるように形成され、前記第２ゲート誘電体層は、前記第２ゲート誘電体層の高
さが前記対向する側壁の高さの少なくとも１／３になるように形成される、請求項７又は
８に記載の方法。
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